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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成20年6月26日(2008.6.26)

【公表番号】特表2008-500456(P2008-500456A)
【公表日】平成20年1月10日(2008.1.10)
【年通号数】公開・登録公報2008-001
【出願番号】特願2007-515151(P2007-515151)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  14/34     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/285    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  14/34    　　　Ｆ
   Ｃ２３Ｃ  14/34    　　　Ｔ
   Ｈ０１Ｌ  21/285   　　　Ｓ

【手続補正書】
【提出日】平成20年5月8日(2008.5.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上の高アスペクト比のナノ形体内に、該ナノ形体の幅の半分未満の厚さの薄膜を蒸
着する方法であり、
　分散型のプラズマ源から、基板を支持するように構成された基板ホルダーを有するプロ
セスチャンバ内にＲＦエネルギーを結合する段階であって、前記基板ホルダー上に支持さ
れた前記基板に近接し少なくとも１０１２ｃｍ－３の電子密度を有するプラズマを形成す
るためにＲＦエネルギーを結合する段階と、
　分散型の金属源から前記プロセスチャンバに金属を導入する段階と、
　金属が前記基板上に蒸着される際は常に、前記基板近傍のプラズマ被膜部に近接するプ
ラズマの境界におけるプラズマ密度が、前記境界における金属密度よりも大きくなるよう
に、前記ＲＦエネルギーを結合する段階及び前記金属を導入する段階を制御しながら、前
記ナノ形体の側壁表面上に金属膜を蒸着する段階とを備えた方法。
【請求項２】
　前記金属密度と前記プラズマ密度との間の比が、前記基板の表面にわたって実質的に一
様であるように維持する段階を更に備えた請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記金属密度と前記プラズマ密度との間の比が時間の関数として変化するように維持す
る段階を更に備えた請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記プラズマ源が一つ以上のプラズマ発生素子を含む請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記金属源が、前記基板上の前記金属密度の空間分布の調節または制御の少なくとも一
つを実施するように構成された分散型の金属源を含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記プロセスチャンバにバッファ装置を結合する段階と、前記プロセスチャンバ内の前
記基板近傍の前記プラズマ密度または前記金属密度の少なくとも一つを調節するために前
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記バッファ装置を制御する段階とを更に備えた請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記バッファ装置を制御するために前記バッファ装置を電気的にバイアスする段階を更
に備えた請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記プロセスチャンバ内の前記基板近傍の前記プラズマ密度または前記金属密度の少な
くとも一つを調節するために前記バッファ装置に磁石システムを結合する段階を更に備え
た請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記磁石システムが、永久磁石のアレイ、電磁石、回転する磁石、並進移動可能な磁石
、または、静止した磁石の少なくとも一つを含む請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記プロセスチャンバ内の前記基板近傍の前記プラズマ密度または前記金属密度の少な
くとも一つを調節するために、前記バッファ装置が、前記基板に対して実質的に垂直な方
向に並進移動可能である請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　基板上の高アスペクト比の形体内に薄膜を蒸着する方法であり、
　蒸着システム内の基板ホルダー上に前記基板を配置する段階と、
　コーティング材料イオン化ポテンシャルを有するコーティング材料のコーティング材料
源を前記蒸着システムに提供する段階と、
　前記コーティング材料イオン化ポテンシャルよりも大きなイオン化ポテンシャルを有す
るプロセスガスを前記蒸着システム内に導入する段階と、
　プラズマ源を用いて前記蒸着システム内部にプラズマ密度を有するプラズマを前記プロ
セスガスと共に形成する段階と、
　前記コーティング材料源を用いて前記蒸着システム内部に、前記プラズマ密度以下に維
持されているコーティング材料密度で前記コーティング材料を導入する段階と、
　前記基板上の前記コーティング材料密度対前記プラズマ密度の比が一よりも大きくなら
ないように維持しながら、前記基板上の前記形体内部に±２５％の一様性を有する前記コ
ーティング材料のコンフォーマルな蒸着を実施する段階とを備えた方法。
【請求項１２】
　前記比が前記基板の表面にわたって実質的に一様である請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記プラズマ源が、１０１２ｃｍ－３を超えるプラズマ密度を生じさせるように構成さ
れている請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記コンフォーマルな蒸着を実施する段階が、前記基板上の最大厚さが前記形体の幅の
半分未満である膜を蒸着する段階を含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記コンフォーマルな蒸着を実施する段階が、前記基板上の最大厚さが前記形体の幅の
略１０分の１未満である膜を蒸着する段階を含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　基板上の高アスペクト比の形体内に、６．２５ｎｍ以下の厚さ及び２５％以下のコンフ
ォーマル性を有する金属薄膜の境界層またはシード層を蒸着する方法であり、
　蒸着システム内の基板ホルダー上に前記基板を配置する段階と、
　プラズマ源を用いて前記蒸着システム内部に少なくとも１０１２電子数／ｃｍ３のプラ
ズマ密度を有するプラズマを形成する段階と、
　金属源を用いて前記蒸着システム内部に前記プラズマ密度未満に維持されている金属密
度を有する金属を導入する段階と、
　蒸着を実施する全時間に対して前記基板近傍の前記金属密度対前記プラズマ密度の比を
一以下に設定及び維持しながら、前記基板上の前記形体内部に、６．２５ｎｍ以下の厚さ
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及び±２５％の一様性を有するコンフォーマルな蒸着を実施する段階とを備えた方法。
【請求項１７】
　前記プラズマ源を用いて前記プラズマ密度を調節することによって前記比を設定する段
階を更に備えた請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記金属源を用いて前記金属密度を調節することによって前記比を設定する段階を更に
備えた請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記コンフォーマルな蒸着を実施する段階が、前記基板上の最大厚さが前記形体の幅の
半分未満である膜を蒸着する段階を含む請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記コンフォーマルな蒸着を実施する段階が、前記基板上の最大厚さが前記形体の幅の
略１０分の１未満である膜を蒸着する段階を含む請求項１６に記載の方法。
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